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OZET

E sinifi gl yikselteci, anahtar olarak calisan bir transistdr (ya da FET) ve rezonans devresinden olusmaktadir.
Bu yukselteclerde giig, anahtar olarak calisan transistoriin akim kapasitesine ve ¢alisma gerilimine bagimlidir.
Transistorin dayanma gerilimi, fiziki yapisina bagli oldugundan, yikseltecin giictini arttirmak igin transistériin
dayanabilecegi maksimum akim sinirina kadar ¢ikilmaktadir. Akimin arttiriligi ise, rezonans devresinden dolayi
ters induksiyonun artmasina neden oldugundan, transistort zorlayan ters gerilim problem olusturmaktadir. Bu
calismada, dayanma gerilimi arttirilmis transistor baglantisinin E sinifi glc yukselteclerine uygulanmasi
gergeklestirilmistir. Bu sayede, transistérii zorlayan ters gerilim problem olmaktan cikarildigl gibi, ylkseltecin
besleme gerilimi iki katina gikarilarak yiikseltec giicll ve verimi arttirilmistir.

Anahtar Kelimeler : E sinifi, Calisma gerilimi, Kirilma gerilimi

APPLICATION OF INCREASED BREAKDOWN VOLTAGE SWITCH TO CLASS-E
AMPLIFIER

ABSTRACT

Class-E amplifier consist of a switching device (BJT or FET) and a rezonant circuit. The power of amplifier
depends on current and supply voltage of the transistor. The breakdown voltage of the transistor is increased to
the maximum level in order to increase the power of the amplifier. Because of increasing the current increases
the reverse induction, the reverse voltage creates a problem for the transistor. In this work, the increased
breakdown voltage transistor configuration is applied to class-E power amplifiers. Therefore, the reverse voltage
problem is solved and supply voltage.
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harcanmasina neden olmakta, dolayisiyla da verim

1. GiRI
3 dismektedir.

Guc yukselteg katlari, sinyal glctnun arttirlldigr kat

oldugundan, DC kaynaktan blyuk gu¢ ¢cekmektedir.
Bu yiUzden gic yikselteclerinde verim 6nem
kazanmaktadir. Bu katlarda cesitli aktif elemanlar
kullanilmakla birlikte, yaygin olarak BJT'ler tercih
edilirler. BJT'ler, aktif bolgede calistirildiginda
Uzerinde disen gerilimden dolayr blyik gug
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Ayricatransistor Uzerinde kalan giig, I1sl olarak agiga
¢iktigindan, guvenli calismay! saglamak icin biyik
sogutucu elemanlara ihtiyag duyulmaktadir. Buna
bagli olaak da cihazlarin  fiziki  olcUleri
buyUmektedir.
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2. CALISMA GERILIMi
YUKSELTILMIS TRANSISTOR
DEVRESININ E SINIFI YUKSELTECE
UYGULANMASI

Sekil 1'de, optimum verim icin tasarlanarak
deneyleri  yapilmis E sinifi  gl¢c  yukseltec
gortlmektedir. 67.9 kHz icin tasarlanmis olan bu
devrede, optimum verimi 6énemli derecede etkileyen
, R, Ly, C, , RFC ve C elemanlaridir. Bu
degerler degistirildiginde, verilen frekansta calisan
yikselteg optimum durumdan ¢ikacaktir.

Y ukarida baglantisi verilen E sinifi gl¢ yukseltecin
¢ikis gucint bulmak icin en basit olarak asagidaki
form0l kullanilir (Harbert, 1980).

2 2
Py =05 _ 0522 _ 144w
RL 50

)
Bu ifadeden gorilecegi gibi ¢ikis guctni etkileyen
en onemli faktdr V- gerilimi ve R direncidir.

R direncini kuglterek ¢ikis glctnt artirma
yonine gitme distncesi, hem optimum durumu
bozar ve hemde transistériin verebilecegi akim
sinirinin asllmasina neden olur. Ortaya c¢ikan bu
engel, dayanma gerilimi iki katina  cikartilmig
transistor devresinin E sinifi  glg yukseltecine
uygulanmasi ile ¢ozilebilir (Sénmez, 1997).

Sekil  2de bu amagla tasarlanmis devre
gorulmektedir. Bu uygulamada kollektor-baz kirilma
gerilimi 100 V olan BC141 transistort kullanilmistir
(Anon., 1974). Bu transistoriin tercih edilme nedeni,
orta guicli ve anahtarlama transistori olmasidir.

Sekil 2'de goruldugl gibi, gelistirilen bu yeni
sistemde bedeme gerilim dahil bitin sartlar
Sekil 1'de verilen optimize edilmis devreile aynidir.

Baslangic olarak bdyle bir yol secilirken, iki
devrenin karsilastirilmas amaglanmistir.
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Sekil 2. Dayanma gerilimi yuksetilmis sistemin
E sinifi gli¢ yiikseltecine uygulanmasi

Her iki devrenin de similasyonu yapilarak sonuclar
karsilastirilmis ve aralarinda hic bir farkin olmadigi
gorulmastar.

Gelistirilen bu yeni sistemin laboratuvar deneyleri
yapiimis ve alinan sonucun similasyondan ainan
sonug ile ayni oldugu gorilmustir. Sekil 3'te deney
esnasinda osilaskop ekranindan ¢izilmis dalga
formlari goérulmektedir. Deneyde, giris direnci
IMQ/20pF, frekans kademesi 30 MHz olan gift
1sinli osilaskop kullaniimigtir.

Simulasyon sonuclarindan  da gorilecegi  gibi
transistorler kesimde oldugu sirelerde, bedeme
gerilimi transistorler tarafindan bolUstlmektedir. Bu
durumda besleme gerilimi iki katina cikarildiginda
transistorlerin -~ zarar gormeleri sz konusu
olmayacaktir. Buna dayanarak besleme gerilimi 24

V'a cikartilmis  ve hem similasyon, hem de
+¥i()
0%
0 tps)
15 0 i
' ‘ ()
g 13 30 '
1vdH)
0%
0 15 a0 £Hs)
-20V

Sekil 1. Optimize edilmis E sinifi klasik glg
yikselteci (Savas, 1996)

Sekil 3. Gdlistirilmis E sinifi gl¢c yukseltecinden
elde edilen dalgaformlar

Miihendislik Bilimleri Dergis 1998 4 (1-2) 581-583

582

Journal of Engineering Sciences 1998 4 (1-2) 581-583




Calisma Gerilimi (Kirilma Gerilimi) Yukseltilmis Anahtar Devresinin E Sinifi Gug Yukselteglerine Uygulanmasl, M. Sonmez

deney tekrarlanmistir. YUk direncinden elde edilen
gerilimin iki katina ¢iktigi gérdlmistir. Buna bagli
olarak cikis guciiise;

2 2
Po=0.5vi:05£:5.76w )

RL 50
olur.

3. IRDELEME

Transistorlii  devrede bedeme gerilimi  fazla
arttirllamadigl  icin, akim  yukseltilerek  gic
yikseltme yoniune gidilmekte, bu da dusik
direnclerle (transistor direnci) dahi karsilasilsa

Onemli kayiplara sebep olmaktadir. Bunun yerine,
yukarida ortaya konan bu yeni yontemle, beseme
gerilimi  yUksdltilerek  direngte  harcanan gl

degismedigi halde cikistan alinan guc artmakta ve
dolayisiyla verim de artmaktadir.
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